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これまで我々は、半導体ナノ粒子と金属ナノ粒子間の相互作用メカニズムを調べるために、

CdSeナノ粒子と Auナノ粒子の積層構造を作製した。さらに、CdSeナノ粒子層と Auナノ

粒子層の中間層である電解質ポリマー層の厚さにより、CdSe-Auナノ粒子層間距離を 1 nm

の精度で制御することに成功した[1]。そして、局在表面プラズモンを利用した発光増強を

実現するためには、Au ナノ粒子層内の Auナノ粒子面密度及び CdSe-Auナノ粒子層間距離

の制御が重要であることを報告した[1,2]。また、Au および Agナノ粒子単層膜におけるナ

ノ粒子面内密度を制御することにより、局在表面プラズモン共鳴エネルギーを制御できる

ことを報告した[3,4]。本研究では、CdSe ナノ粒子の発光強度に対する Auナノ粒子面内密

度依存性についてより詳しく調べた結果について報告する。 

半導体ナノ粒子には水熱合成法により作製した CdSe ナノ粒子（平均直径 4 nm）を使用し

た。金属ナノ粒子には徳力化学社製の Au ナノ粒子（平均直径 23 nm）を使用した。また、

粒子間距離の制御には、Layer-by-layer法を用いた[5]。CdSeナノ粒子と Auナノ粒子の間に、

正の帯電性を有するポリジアリルジメチルアンモニウムクロライド(PDDA)と負の帯電性を

するポリアクリル酸(PAA)を組み合わせたポリマー層(PAA/PDDA)n をスペーサー層として

吸着させたナノ粒子層状構造試料を作製した。PDDA/PAA 1 bilayerの厚さは約 1 nmであ

るので、粒子層間距離を 1 nm の精度で制御することが可能となる[5]。さらに、Au ナノ粒

子層を形成させるために用いる Au ナノ粒子溶液の濃度を変化させることで Au ナノ粒子の

面内密度を制御した[3]。 

Au ナノ粒子の面内密度によって CdSe ナノ粒子の発光強度が大きく変化することを見出

した。さらに実験結果を定量的に解析することにより、局在表面プラズモンによる発光増

強と、CdSeナノ粒子から Auナノ粒子へのエネルギー移動による発光消光効果の Auナノ粒

子面内密度依存性を明らかにした結果について報告する。 
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